Schaltkreis

U 6264 DG 1/89 (14)
vorldufige technische Daten

Hersteller: VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
Betrieb des Kombinates VEB Carl Zeiss JENA

Stetischer bi=iRit-Schreib=Lese-Speicher mit wahlfrelem Zugriff (sRAM)

Orgenisation = 8192 x 8 Bit
= Bldirextionsale Ein- und Ausginge
= Tristate-Ausgengoetufen
= Ein= und Ausginge TTL-kompatibel

Hetrd ebsspannung LIL'." =5V + 108

Datenerhali bis LJI.,l.,_. = 2 V (Schlafzustand}
Technologie CHOG=5GT
Bauform GehHuse ATHF nach TGL 26 Ti13/02, Flaat

a8 e 53 g3 37 p0 W o

|
1] I
S AR Bild 1:; Gehiuspe




Z

Der Schaltkreis U 6264 DO {st ein statischer Schreib-Lese=Speicher mit wahlfreiem Zugriff in der
Orgenisationsform B192 Worte zu B Bit (8 KByte). Die Schaltkreise sind Tir den Einsatz in GJarten
der Datenversrbeitung, der tutomstisierungstechnik und der kommerziellen Elektronik bestimmt.

Auf Grund ithrer geringen Ledstungmasufnghme eind sie besonders filr batteriegepufferte und tragbare
Gerite geelignet.

Typ CE1-Zugriffsselt Art

U 6264 LGOS 55 ns {Selektionstyp)
U G264 DEOT 70 ne (Grundtyp)

U 6264 DGO 100 no {Anfalltyp)

Anschlulhele
AO bis A2 hkdressenainginge
DQ0 bis DQT Deteneinginge und -susgings

amn Chipaktivierung 1
CEZ Chipaktivierung 2
e Schreib=/Tesesteuorung
0E Datenausgangeaktivierung
-H(EI: Betrisbaspannung
USB Messge
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Der Sokaltkrveis hat die Orgenisationsform BA92 Worte zu 8 Bit. Er besltet Hedundans, dle keilmen
Binflul auf dis slektrimchen Kennwerte hat.

Dar Schaltkreis wird mit der H/L-Plenke ven (E] bzw. der L/H-Flsnke von CE2 ektiviert. (lelchzeitig
werden dig AfdreB- und Steuereinginge gedffnet. Je nach Informetion an WE upd OF gind die Datenein=-
ginge oder -susginge sktiv. Im susgewiihlten fustand des Schaltkrelises (GE1 =1 und CE2 = H) 1lbat
jeds Adresseninderung einen neusn Lese- oder Sehreibzyklus aus.

Beim Lesen (fE7 = L, C22 = 8§, WE = H) gelengt die Information aus dem Zellen bis @u den Patenpus-
gengsstufen (internes Lesen). Mit der H/L-Flanke von 0OF werden die Detensusgénge aktiviert und die
Information llegt niedercnmlg an den Detensusgingen DGO ols DQT7 en, Durch dieses Signal kann die
Zugriffageit verklirzt werden und der externe Datenbus steht nech der Aktivierung des Schaltkreises
zur Datenlibertragung noch sur Verflgung.

Beim Sohreiven (0E1 = L, CE2 = ¥, §E = L) wird die en den Deteneingingen D@0 bis DQT anliegende In-
formation in die adressierien B Zellen geschrieben. Der Schreibzyklus wird mit der LfH-Fleske wvon

fE1 oder der H/L-Flenke von CE2 oder der L/H-Planke von UE beendet.

Fiir alle Typen wird der Datenerhalt bis U., = 2 V (Schlafzustend) mit geringem Schlafstrom garentiert.
Im Bchlafrustend mud der Scheltkreis durch €E1 = H oder 02 = L insktiviert werden. Wach Heendlgung
des Schlsfzustandes (U, > 4,5 V) ist fir die internen Vorladungen die Einbaltung der Zeit t,., v
notwendis. ]

Die eingelnen Betriebsarten selgt die folgende Tebelle.

Betriebsert 4] gEa WE i Datenapschlusse
nicht musgewihlt - ! L
H - . - hochehmizg |

internes Leaen L H H H hochohmig

Lesen L H H L letenauaginge
nisderohmig

Sehreiben L H L * Datensuspings
hothohmig

% = Zustand beliebig

Zeitdisgremms (slehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bi1ld T)

Signale ¥lanken

I = TDetensingang i = Upergeng nach Y4

§ = Datenmusgang L - Ubergang nech L

¢l - @Bl V = Ubergeng in gliltigen Justend

ce = CE2 X - Ubergang in ungiltigen Zustand cder

o - OE bellebigen Zustand

¥ - WE % = Ubergeng in hochohmigen Zustmnd

Flonkenemstiegs- ind Flenkonabfallzedit o = Yqyp < 5 s

Flir dis Diegramme Schreibzyklus 1, 2 und 3 gilt folgsnde Anmerlung:

Herm WE, 02, UF1 und CB2 wihrenf dieser Periode im Lesemcdus sind, befinden sich die Datennusginge
im niederchmigen Zustend, und es 1t nlcht suldssig, inverse Eingengsdasten snzulegen.




Grenzwerte

ille Spanmungen sindg auf Uog = O ¥ (Masse) zu besiehen,

Eurzzeichen min. X = Einheit
Betriehespanrung 'I.ch =0,3 T.0 v
Spennung an allen ein=- i =0,3 Unm + 045 v
fachen und bidirsktiona-  * s oe
len EingHngen
Gesamtverlust=- Ptqt - 1 W
lelstung
Betriebsbedinsungen

Alle Spenrungen sind auf Ug, = O V (Masse) mu beziehen. Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Schalt-
kreise gind einsuhalten,

Ein Kurgschlul swischen aktiven jusgingen und Masse pder Betriebaspammung ist nicht suléssig.

A e Batriebsb

. _Kurzseichen min. t¥p. jmax. alt
Betriebaspannung Um 4,5 5,0 553 v
Betriebes im U 2,0 - - v
Eahll.flugmd -1 ) ;
L-Eingangaspannung Uy -0,3 & o,8 " v
H-Eingangaspammung Uy 2,2 = Ugg * 0.3

] o

Umgebungatemperatur 4 =25 - B85 ¢
Verzigerung Adressen- = =
wechael /Aungang t.l.‘lfﬂt L -
aktiy
Verstigerung GE1 % = - 19 na
husgang aktiv Cilgx
Verztgerung CE2 % - - - 10 na
Ausgang aktiv Gaa
Verzdgerung 0 t = - 5 na
Ausgang aktiv 0Lex
h:-uﬁg-nmg e - - 5 na
Ausgang aktiv ‘\TBI}!.
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Typab g Betricbsbed ! ool
U B264
Kursseichen DGOS DGOT Da10 Einheit
Ivkluszeit ta.‘lm:: 55 o 100 ns
i -L-1lmpul sdauer Yo1L01H 50 65 90 ns
CE2-H-Impuledauer teonooL 50 65 90 ns
i
Adressenvorhaltezeit tk'lﬂ'[v!
gegeniiber Schroibendes tﬁ.ﬂ."ll:[ 50 &5 90 -
Yavezy
Datenverhaltezeit tD'i"'I'H
gegeniiber Schreibende , Fofveet 10 15 40 ne
*ovesn
Datenhaltesedit nach 1:1,“{'3E
Schrelibende "mm:-z o . o o e
ootz
- VE-L-Impuladauer tatum &0 50 TO ns
Adressenvorhaltezelt tAm
wu‘bﬂr Sehreib= t
BOE AVCIL
Yaveon
Erholzeit nach Schreib-
sylklus YAz
Yoimax ) 0 0 0 na
tootax
ﬁ;it won Sch:i,tkruiu- T~ Eg
tivierung bis 2
Schlafsustand o
L.

Erholzeit nmch t 3
Schlefsustend TG 33
Yumo2n Yavax

WA,
U 6264
Kursseichen DGaos DGOT DG10 Einheit

Adrespensugriffezeit t.ﬂmf
CE1-Zugriffezeit to1ngy 55 70 100 na*)
CE2=Zugriffaselt . tGEHQ‘F
Dyneamische Strom- Ioeo 120 mik
sufnahme
OE=-Zugriffazelt t 35 40 50 i
Um = 5.0 v M
Verztgerung CEZ2 nach ‘cz:.qs 20 25 35 ns

Ly Ausgang hochohmig

Wegen der hicheten Frioritédt der CE-Eingiinge werden die Abschaltieiten
tm]{ﬂﬂ, ‘nuz und t,m;mz der Zeit *nznqz gleichgesetst, =

‘Iiﬁgaai;imusl Unterschreitung bie -2 V fUr die Dauer von 10 ns innerbalb einer Zyklusseit ist
81E.

2}'I.Fl.u = Absinken der Betriebasparmung
I - ansteigen der Betriebsspannung
Yoo = 457



EepngrBien

L-Ausgangsa pennung
Upg = 443 V

Ip =3,2m

H-Ausgangss pannung
Upg = 455 V

Ig = =1,0 mk

Etromeufnahme im
Ruhezustand

ch = 5-5 .‘.
Stromaufnahmes 1m
Schlafzustand
UGG = 3%

Eingangsleckstrom
einfacher Einglinge
uﬂ'ﬂ =557

Eingangsleckstrom
bidirektionaler

Einglinge
Ugg = 5,5 V

UI =0V

Yo

Eingangekapazitiit
=25 %

= 0V oder 5,5 ¥
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Bild 4: Lesezyklus 1

8ild 5: Lesesyklus 2
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Anm,:
Wenn WE, GE, CE1 und CE2 whhrend dieser Periode 8. Anm. Bild &
im Lesemodus sind, befinden sich die Datenaus- Bi1d 7: Schreibsyklus 2 (8F1 gesteuers)

ginge im niederohmigen Zustend, und es 1dt nicint
culiissig, die digitel entgepgengesejsten Singengs-
» daten anzulegen.
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Bild 8: Schreibzyklus 3 (CEZ gesteuert)
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BEild 10: Schlafzustand 2 (CEZ2 gesteuert)

Dia Datenblatter deanen
lmm Information!
Es konnen daraus keine Lesfermog:
lichksiten oder Produkbonsverbind
itan sbgakaitet werden
im Sinne des echm
schen Fortschritis sind vorbahalien,
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